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LED

Dioda electroluminescenta
Capitolul 7




Caracteristica de raspuns a
LED-urilor

Caracteristica putere optica emisa functie de
curentul direct prin LED este liniara la nivele

}

micl ale curentului.

Nu exista curent de prag
La nivele foarte mari puterea optica se

satureaza
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Dioda Laser
Capitolul 8




Dioda LASER - Principiu de operare

1 LASER = Light Amplification by the Stimulated
Emission of Radiation =  Amplificarea Luminii
prin Emisie Stimulata

1 Un foton Incident poate cauza prin absorbtie
tranzitia unui electron pe un nivel energetic
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Dioda LASER - Principiu de operare

1 Emisia spontana o electronul trece In starea
energetica de echilibru emitand un foton

} Trecerea se realizeaza prin recombinarea unel
perechi electron - gol

 Directia si faza radiatiel emise sunt aleatoare
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Dioda LASER - Principiu de operare

1 Emisia stimulata 0 un foton incident cu
energie corespunzatoare poate stimula emisia

unui al doilea foton fara a fi absorbit

1 Noul foton are aceeasl directie si faza cu
fotonul Incident, Lumina

rezultata e coerenta
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Materiale cu 4 nivele energetice

1 Laun material cu 4 nivele energetice tranzitia
radianta a electronului (3) se termina Intr - o
stare instabila , starea de echilibru obtinandu -
se prin emisia unui fonon
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} Pentru ca emisia stimulata sa apara, fotoni
emisi trebuie sa ramana in contact cu
materialul o perioada mai mare de timp 0 2
oglinzi necesare

} Pentru a permite extragerea radiatiel e

necesar ca una din oglinzi sa fie partial
reflectanta




